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Le invencidn se refiere a un dispositivo que
comprende un primer y un segundo transistor y en que un
electrodo de salida, particularmente el colector, del pri-
mer transistor estd conectado a un electrodo de entrada,
particularmente la base, del segundo transistor a través
de un elemento de acoplamiento que tiene una resistencia
de corriente continua considerablemente mas alta que la
resistencia de corriente glterns. Bn dispositivos conoci-

dos de este tipo, por ejemplo, se usa un diodo Zener como

_elemento de acoplamiento, de modo que la tensidn continua

comparativamente alta en el colector del primer transistor,

es reducida a una tensidn continua comparativamente baja

‘en la base del segundo transistor, sin que esto resulte

perjudicial para la tensidn alterna que es generada en el
colector del primer transistor. En la tecnologia de circui-
t0g integrados se ha vuelto préctica comin usar, en lugar
de un diodo Zener, la disposicién serie de un nimero de

diodos polarizados en la direccidn de paso, como elemento

_de acoplamiento, resultando nuevamente la tensidn de ume
“bral interna de dichos diodos en un salto de tensidn con-
v%fnﬁ; desaé el colector del primer transistor a la base
;del segundo, estando no obstante disponible en la base del
‘segundo transistor la sefial de tensidn alterna completa

_del primer transistor.

Con fines de compensacidn de temperatura ya es

:cqnocido reemplazar tel disposicidn serie de rectificado-
‘res polarizados en la direccién de paso por un transistor
‘suxiliar cuyo camino colector-emisor es derivado por un

vpotenciémetro, cuya parte ubicada entre la base y el emi-..

'sor tiene una impedancis que es pequefia en relacidén a la
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registencia de entrada de base del transistor auxiliar.

51 se usara este reemplazo de la disposicidn serie de un
nimero de diodos que es conocida pare un fin diferente,
como el elemento de acoplamiento en el amplificador antes
descripto, esto producirfa resultados insatisfactorios co-
mo sera evidente de lo que sigue.

La invencidn se caracteriza porque el elemento
de acoplamiento consiste de la dispostcidn serie de dos
resistores el segundo de 1los cuales es derivado por el ca-
mino base-emisor de un transistor auxiliar, siendo el va-
lor de resistencia de dicho segundo resistor menor que la
registencia interna de entrada de base de dicho transis-—
tor auxiliar, estando conectado el colector del transistor
suxiliar de modo tal a un terminal de alimentacidn que la
corriente de colector del transistor auxiliar circula en
derivacidn con respecto a une impedancia conectada en el
cireuito de dicho electrodo de salida del primer transige
tor.

A fin de que la invencidn pueda ser ficilmente
llevade a la practica, la misma serd descrita a continua-
cién mds detalladamente, a titulo de ejemplo, con referen—
clia a los dibujos que se acompaflan, en que

La figura 1 muestra el diagrama de circuito de

principio, de acuerdo con la invencidn.
Ie figura 2 muestra otra realizacién elaborada

de acuerdo con la invencidn.

Las figuras 3 y 4 muestran la construccién del

circuito integrado.

Ta figura 1 es una forma simplificada del die-
grame. de circuito de uﬂ amplificador como puede ser reali-
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zado en la tecnologia de circuitos integrados sobre un
elemento semiconductor tnico. El amplificador comprende
un primer transistor 1 y un segundo transistor 2 que es~
tén dispuestos en cadena por medio de un elemento de aco-
plemiento que c¢comprende los elementos de circuito 3, 4 ¥
53 dicho elementoc de acoplamiento conecta el colector del
transistor 1 a la base del transistor 2 y tiene una resis-
tencia de corriente continua considerablemente mis alta
que la resistencia de corriente alterna,

De acuerdo con la invencidn dicho elemento de
acoplamiento consiste de la disposicidn serie de dos re-
sigtores 3 y 4, siendo derivado el resistor 4 por el cami-
no base-emisor de un transistor auxiliar 5, siendo el va-
lor de resistencia del resistor 4 menor que la resisten—
cla de entrada de base interna de dicho transistor auxi-
liar. Suponiendo que el colector del transistor 5 no esta
conectado al terminal de alimentacidn 6, como se muestra
mediante una linea llena, sino que estd conectado al colec-
tor del transistor 1, como se muestra por una linea puntea~
da, el elemento de acoplamiento 3, 4, 5 funciona de la ma~

Y,

nera sigulente:

Suponiendo que V. es la tensidn de umbral inter-

‘na emisor-bage del transistor 5 (esto es la tensidn por

encima de la cual debe aumentar la tensidn en ol transis—

tor 5 aplicada externamente entre la base y el emigor a

fin de volver conductor a dicho transistor), la cafda de

tensidn contfnua sobre los resistores 3, 4 se ajustard a
‘un valor nV, en que n es la relacidn entre la suma de los
‘resistores 3 y 4 con respecto al resistor 4 solo., En la

‘realidad, tan pronto como dicha tensidn tiende a aumentar
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por encima del valor nV,, la tensién sobre dicho resistor
tenderds a aumentar por encima del valor V,, debido a la
condicién de dimensionamiento antes mencionads pare el re-
gistor 4, 1o que resulia en que el transistor 5 se vuelve
conductor y circula una corriente & través de la resisten-
cla de colector o impedancia % del transistor 1 y a tra-
vés de la entrada de base del transistor 2, respectiva-
mente, corriente que produce wna cafda de tensilén mds al-
ta gobre dicheg impedancia 7 y en dicha base, respectiva-
mente, y tiende asi a compensar la antes supuesta eleva—
cién de tensidn. Entre el colector del trensistor 1 y la
base del transistor 2, se produce asi una cafda de tensidn
continua que es substancialmente igual a nV,, produciendo
no obstante las tensiones alternas en el colector del tran-
gistor 1, variaciones de corriente tales en el transistor
5, que dichas tensiones alternas son producidas de manera
substanecialmente no atenuada en la bagse del transistor 2,
Sin embargo, la desventaja de la conexién de
1{nea punteada consiste en que la corriente continua del
transistor auxiliar 5 circula totalmente a través del re-
sistor T. Dado que la corriente a través del transistor 5
debe ser suficientemente grande para volver suficientemen-
te pequefla su resistencia de corriente alterna, dicha co-
rriente puede constituir una carga de corriente continua
demasiado grande para el resistor de colector 7 del tran-
sistor 1, de modo que sea reducido el rango de excitacidn
del transistor 1. & fin de evitarlo, el colector del tran-
gistor 5 es conectado, de acuerdo con la invencidn, al ter-
minal de alimentacidn 6 de una manera tal que su corrien~
te circula en derivacign con respecto a la resistencia de
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colector o impedancia 7 del transistor 1. Cuando nuevamen-
te la tensidn sobre los resistores 3, 4 se eleva por enci-
ma del valor nV,, circulard una corriente a través del
transistor 5 que, es cierto, ya no resulta en una cafda

de tensidn (indeseada) sobre la resistencia o impedancia
7, pero produce wna variacidn de tensidn en la base del
transistor 2, en un sentido en gue es compensado dicho au-
mento de la tensidn sobre los resistores 3,4, por encima
del valor nV,. Esto significa que la tensidn alterna en

el colector del transistor 1 es transmitida de modo subs-
tancialmente completo a la hase del transistor 2 sin cons—
titulr, sin embargo, una cerge de corriente continua para
el circuito de colector del transistor 1.

A fin de lograr que lo corriente continua extra
no cirecule completamente a través de la base del transis—
tor 2, puede conectarse un resistor adicional 8 entre la
base y el emigor de dicho transistor.

En la reeslizacidn mostrada en la figurs 2, una
sefial de entrada, por ejemplo, la sefial de frecuencia ife
termedia del canal sonoro de un receptor de televisidn,
es aplicada & una etapa push-pull 14, 15, a través de wn
amplificador pseudo push-pull 11, 12 que tiene al transis-
tor 13 en el conductor del emisor. En el conductor de emi-
sor comin del amplificador push-pull 11, 12 el transistor
13 estd conectado como un resistor de corriente alterna
altamente ohmico que tiene una cafda de tensidn continua
bajwi Igualmente el transistor 16 es conectado como un
resistor de corriente alterna alto que tlene una resisten-
cia de corriente continue baja en el conductor de emlisor
comin del amplificador push-pull 14, 15. El acoplamiento
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con el amplificador push-pull de salida 17, 18 que tiene
un transistor 19 conectado de la misma manera que el tran—
sistor 16 en el conducto de emisor comin es obtenido por
los elementos 3, 4, 5 y 3%, 4',5', respectivamente, conec-
tados de acuerdo con la figura 1. Los diodos 20 y 21 ase~
guran que las bases de los transistores 16 y 19 tengan el
nivel de tensidn continua correcto., Los resistores de emi-
gor 22 y 23 sirven para awmentar las-resistencias internas
de colector de dichos transistores.

El primer y el segundo transistor y el elemento
de acoplamicento puede estar integrados en un cuerpo semi-
conductor comin, siendo provistos los elementos de circui-
t0 en las regiones superficiales, llamadas islas, de un
tipo de conductividad, que estén empotradas en una parte
del tipo de conductividad opuesto del cuerpo semiconductor.
Los dos resistores dispuestos en serie y el transistor au-
xiliar del elemento de acoplamiento pueden ser provistos
de manera simple en la misma isla.

La figura 3 muestra esquemiticamente una vista
en planta de tel isla 31, en que esta provisto el elemen-
t0 de acoplamiento.

Ia figura 4 muestra esquemdticamente una vista

en corte de la isla 31, tomada sobre la linea IV-IV de la

flgu.ra 3o
La isla 31 es por ejemplo, de conductividad de

tipon y estd empotrada en uns parte 32 de tipo p, no mos-
trada, del cuerpo semiconductor,

El transistor auxiliar 5 en la figura 1 compren-
de una regiéﬂ de emisor 33 @e tipo n y wna regidn de base

34 de tipo p. Le parte de la isla 31 de tipo n que rodea
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a la regién de base 34 constituye la regién de colector
del transistor auxiliar 5.

Los resistores dispuestos en serie consigten
de regiones de tipo p 35 y 36,

En la premente realizacidn los dos resistores
3y 4 dispuestos en serie, respectivamente, de la figura
1 consisten en regiones superficiales 35 y 36, respecti-
yamente del tipo de conductividad opuesto (tipo p) que
son adyacentes a la regidn de base 34 de modo que la re-
gidn de base 34 con el resistor 35 y 36 constituye una
regidn 34, 35 y 36 del tipo de conductividad opussto. De
esta manera ses obbtiene una estructura particularmente sim-
ple y eficaz del elemento de acoplamiento. EL valor bajo
del resistor 4 en la figura 1 resulia en que el resistor
36 que, espaclalmente, puede ser provisto con facilidad
dentro de la isla 31 mientras que =demds se requiere com-
parativamente poco espacio para el resistor 35 en forma
de zig-zZag, correspondiente al resistor 3. Tal estructura
es extremadamente adecuada para todos aguellos casos en
que se desea un elemento de acoplamiento que se comporte
como un diodo Zener.

Ademds, en la presente realizacidn, la impedan~
cia 7 conectada en el circuito de colector del primer tran—
sistor 1 es provista en la misma isla 31 como una regidn
superficial 37,

De una menera comunmente usada en la tecnologla

.de semiconductores, la isla 31 es cubierta con una capa

aislante 38, por ejemplo, de dxido de silicio. En la fiju-

‘ra 3, se estima que la capa aislante 38 es transparente

‘de modo que son visibles las regiones subyacentes. Bstas
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regiones pueden ser logradas de una manera comunmente usg-
da en la tecnologla de smiconductores por medio de métodos
de fotoresist y tratamientos de difusidn.

Pistas conductoras, mostradas en lineas puntea—
das y que consisten por ejemplo de capas de aluminio, son
provistas sobre la capa aislante 38 y son conectadas a lag
regiones en el cuerpo semiconductor a través de aberturas

- oy

en la capa aislante que son mostradas sombreadas en la fi-
gura 3.

Ia pista conductora 45 conecta le regién de emi-
sor 33 al resistor 36 a través de las aberturas 39 y 40.
BEsta pista 45 estéd conectada también a la base del segun-
do transistor que no es mostrada y que estd ubicada en una
isla diferente.

Ia pista 46 conecta el resistor 35 a la impedan~
cia 37 a través de las aberturas 41 y 42. Ademds, esta pis-
ta constituye la conexidn a la regién de colector del pri-
mer trensistor que no es mostrada, e igualmente estd ubi-
cada en una isla diferente.

Lo pista A7 conecta la impedencia 37 a la regidn
de colector 31 del transistor auxiliar 5, a través de las
aberturas 43 y 44. Esta pista puede ser conectads ademés,
a un terminal de slimentacidn.

La presente solicitud que corresponde a la pre-
sentada en Holanda, con fecha 8 de Abril de 1967, bajo el
nimero 6%-05024 se acoge a 108 beneficios del articulo 51

del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.



NOTA

Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de la presente solicitud
de Patente de Invencidn en Espafia por Veinte afios, son
log siguientes:

12, Dispositivo de transistor que comprende un
primer y un segundo transistor y en que un electrodo de
salida, particularmente el colector, del primer transis-
tor estd conectado a un electrodo de entrada, particular-
mente la base, del segundo transistor a través de un ele-
mento de acoplamiento que tiene una resistencia de corrien-
te continua considerablemente mis alta gque la resistencia
de corriente alterna, CARACTERIZADO porque el elemento de
acoplamiento consiste de la disposicién serie de dos resis-
tores el segundo de 105 cuales estd derivado por el cami-
no base-emisor de wn transistor auxiliar, mientras que el
valor de resistencia de dicho segundo resistor es menor

~que la resistencia de entrada de base interna de dicho
trangistor auxiliar, estando el colector del transistor
auxiliar conectado de modo tal a un terminal de alimenta-
cidn que la corriente de colector del transistor suxiliar
circula en derivacidn con respecto a una impedancia conec—
tada en el circuito de dicho electrodo de salide del pri-

meyr transistor.
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‘de conductividad opuesto.

-cidén 3, CARACTERIZADO porque la impedancia conectada en

22,~ Dispogitivo de acuerdo con la reivindica-
‘cién 1, CARACTERIZADO porque el primer y el segundo tran—!
‘eistor y el elemento de amcoplamiento estén integrados en
i

]un cuerpo semiconductor comin, estandoe provistos los ele-

‘mentos de circuito en regiones superficiales, llamadas is-

‘lag, de un tipo de conductividaed que estén empotradas en |

‘una parte del tipo de conductividad opuesto del cuerpo se%

{
miconductor, estando provistos en la misma isle los dos |
!

resigtores dispuestos en serie y los trénsistoréé auxilig-
’ i
res del elemento de acoplamiento. ;
}
32,~ Digpogitivo de acuerdo con la reivindice- §

cién 2, CARACTERIZADO porque los dos resistores dispues—

tos en serie consisten en regiones superficisles del ti-

po de conductividad opuestoc empotradas en la misma isla

que el transistor auxilier y adyacentes a la regién de ba-
f

‘se del transistor auxiliar, de modo que dicha regidn de

:base, con los resistores, constituye una regidn del tipo i

I
42 .~ Digpositivo de acuerdo con la reivindica- ;
. |
-0l circuito de colector del primer transistor y el elemeng
t0 de acoplamiento estan provistos en la misma isla. |

52 .~ Digpogitivo de transistor. ;
Tal y como se ha descrito en la memoria que en-~

tecede, representado en los dibujos que se acompafien y pa-

ra los fines que se han especificedo.

t
i
'
!
!
v

- 11 -



Egste Memoris consta de doce hojas escritas a

miquina por una sola cara.
Madrid,
P.A.

10 HAY. 1969 |

x
{
!
; i
~* %
i
i
1
! i
1
i i
i §
{ s
s i
! 5
|
| %
S %
i
;
b
!
i
i 1
P - . {
¥ !
] ,
}
i 1‘
; i
H 1
- l

i
: !
z H
i {
1 !
1 B
i |

3e5469 ; -2 .
|



«




357248/

o
3717
= G | R R
[‘3//1 { i
Py [
|+ 47 31
1-J
FIG.3
35 38 34 45 33 47 32
~ " \ S s v v VY e
4 \\\\\ \V#\ DRSS 77~ 79 BN /5

/ ,‘;’,;\.V\ e
0 /////// e

31
FIG. 4




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



